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Criostato de ciclo cerrado, MFM, Unidad de Cálculo y simulaciones…
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN



Interacción 
superconductor/magnético: sistemas 
tipo Spin ice



𝚽𝟎

Vórtices

Estructura de un vórtice

EL ORIGEN DE LA DISIPACIÓN EN SUPERCONDUCTORES

𝞍𝟎 = 𝟐. 𝟎𝟕 · 𝟏𝟎−𝟏𝟓 𝐓 · 𝐦𝟐
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Superconductores tipo II
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Meissner

𝐇

H. F. Hess et al., Phys. Rev. Lett. 62, 
214 (1989)

RED DE ABRIKOSOV
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DINÁMICA DE VÓRTICES

¿Qué ocurre al aplicar corriente?

 𝐉

𝐁

𝐅𝐋

𝐄
𝐁

𝒗

𝐄 = 𝐁 𝐱 𝐯

𝐅𝐋 =  𝐉 𝐱 𝐁

Vórtices en movimiento disipan energía

Resistencia ≠ 0
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EL ORIGEN DE LA DISIPACIÓN EN SUPERCONDUCTORES
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𝐇𝐧 = 𝐧 · 𝐇𝟏 = 𝐧 ·
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A. Gomez et al. Appl. Phys. Lett. 102, 052601 (2013)

NANOESTRUCTURAS 
METÁLICAS (Cu, Ag,…)

NANOESTRUCTURAS 
MAGNÉTICAS (Ni, Py, Co/Pd…)HUECOS O AGUJEROS

J. del Valle et al. Appl. Phys. Lett. 109, 172601 (2016)

GEOMÉTRICO MAGNÉTICO

NO SE PUEDE MODIFICAR SE PUEDE MODIFICAR

S. Raedts et al. Phys. Rev B 70, 024509 (2004)

EFECTO DE CONMENSURABILIDAD



Mumax3 simulation SISTEMA MAGNÉTICO FRUSTRADO

ICE II ESTADO ORDENADO
ORDEN DE LARGO ALCANCE

ICE I ESTADO DESORDENADO

Interacción entre un SC y una estructura magnética tipo Spin Ice



Nb  100 nm

Si



SPIN ICE SYSTEMS + SUPERCONDUCTOR

INTERACCIÓN CON SUPERCONDUCTOR TIPO II
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CAMPOS DE MATCHING

MÍNIMOS EN MAGNETORRESISTENCIA



Interacción entre superconductores 
nanoestructurados
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RED CUADRADA
700 nm x 700 nm

CAMPO DE MATCHING 
ESPERADO
H1 = 40 Oe

Medida SQUID

INCREMENTO LOCAL DE LA 
TEMPERATURA CRÍTICA
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POTENCIALES DE ANTIPINNING CREADOS POR NANOESTRUCTURAS SUPERCONDUCTORAS

Añadir vórtices
(aumentar el campo)

≠
Retirar vórtices

(disminuir el campo)
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AUMENTO LOCAL DE LA TEMPERATURA CRÍTICA

AUMENTO LOCAL DEL ESPESOR

VÓRTICES EXPULSADOS A LAS ZONAS DE 
MENOR TC Y MENOR ESPESOR

MECANISMOS DE ANTIPINNING

EFECTO DE CONMENSURABILIDAD 
ANÓMALO



¡Muchas gracias por vuestra atención!


